Une contamination superficielle de la fenétre entra  Tnera une diminution plus sensible de lintensité de
la raie de faible énergie.
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relief de I'’échantillon

En toute rigueur, une analyse méme qualitative, n 'a de sens gue sur un échantillon plan et poli...

En cas de relief, une partie du spectre peut étre m  odifiée par le relief :

Analyse d’une inclusion
au fond d’'une cupule
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exemple de spectre obtenu au fond d’un trou :
une partie du fond continu (faible énergie) est alisbée



- Préparation de I'échantillon

En toute rigueur, les échantillons doivent étre
plans et polis...

Les échantillons isolants doivent étre métallisés
de préférence au carbone.

Exemple de spectres obtenus sur des ZnS, I'un
conducteur l'autre isolant, a 5kV.

Dans le cas du ZnS isolant, la charge d 'espace
crée un potentiel retardateur de 2 kV qui
diminue d’autant la tension d’accélération.

1 Couants

channel

M s

Zn La

S Ka

h
/ w@@

r"'/ BKG = f(5keV)

| keV

\\_\5:'
-]
)
Q0
w 5
:;lg
5/
&

1 ke ‘
' ‘\L‘\‘

keV

e T T
1 2 3 4



— * sample Andra

Si Ka Fe Ka

Spectre de I'Andradite
(Si02-Ca0-Fe203)
(PGT-SX100)

20kV - 80nA

Fort taux de comptage
Exemples de pics d’empilement (temps mort 75%)




Modele empirique de la
diffusion électronique

Archard-Mulvey
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primaire
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Hypotheses simplificatrices :

Profondeur de compléte pénétration

z,, =0,064 E Ec*
P (Anderson)

Profondeur de pénétration utile

J

Zy = 0,064%[Ef;68 —g¢|

Profondeur de compléte diffusion
1,25

Z
z, =05z, exp|l ———
‘ M p{ 140} (J. Ruste)

peng/cm?3,z enpum, E,en keV

- les électrons ne diffusent pas jusqu’a la profondeur de compléte diffusion z

- au dela, la diffusion devient isotrope

- Eo = E; : profondeur de pénétration utile z
- E, = 0 : profondeur de pénétration totale z

, (@avec émission X caracteristique)
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Conséquence : influence de la résolution spatiale s ur les profils de concnetration

La dimension latérale du volume analysée (de 'ordr e du micron) entraine une perte de résolution
au niveau du profil. On peut considérer que la dens ité électronique suit une distribution gaussienne.
Le profil mesuré I(x) est le produit de convolution de la courbe réelle de concentration C(x) par

la distribution gaussienne de la sonde...
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Il sera trés difficile de mesurer avec précision la teneur réelle en limite de phase...




Coeff. rétrodiffusion

Ségrégation planaire perpendiculaire a la surface
$i02/Zn0 160 nm / Si02 5 keV
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Coeff. rétrodiffusion

Simulation de Monte Carlo des
trajectoires électroniques
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Ségrégation planaire perpendiculaire a la surface
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